






























专利名称(译) 有机发光二极管显示器

公开(公告)号 US20120001156A1 公开(公告)日 2012-01-05

申请号 US13/077045 申请日 2011-03-31

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星移动显示器有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHO KYU SIK
LEE WON KYU
YANG TAE HOON
CHOO BYOUNG KWON
MOON SANG HO
CHOI BO KYUNG
PARK YONG HWAN
CHOI JOON HOO
SHIN MIN CHUL
LEE YUN GYU

发明人 CHO, KYU-SIK
LEE, WON-KYU
YANG, TAE-HOON
CHOO, BYOUNG-KWON
MOON, SANG-HO
CHOI, BO-KYUNG
PARK, YONG-HWAN
CHOI, JOON-HOO
SHIN, MIN-CHUL
LEE, YUN-GYU

IPC分类号 H01L51/52

CPC分类号 H01L27/124 H01L27/3244 H01L27/1248 H01L27/3279 H01L27/3262 H01L27/3265

优先权 1020100062878 2010-06-30 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种有机发光二极管显示器。有机发光二极管显示器包括：基
板，包括第一区域和第二区域;第一栅电极，形成在第一区域上;第二栅电
极，形成在第二区域上;第一栅极绝缘体，形成在第一栅电极上，形成在
第二栅电极上的第二栅极绝缘体，形成在第一栅极绝缘体上的第一半导
体层，第一半导体层包括第一沟道区，形成在第二栅极绝缘体上的第二
半导体层，第二半导体层包括第二栅极绝缘体沟道区，在衬底上和第一
和第二半导体层的至少一部分上形成的层间绝缘体，在第一沟道区上形
成并由层间绝缘体围绕的第一蚀刻停止层，在第二沟槽区上形成的第二
蚀刻停止层沟道区域被层间绝缘体包围，第一源电极和第一漏电极接触
第一半导体层穿过层间绝缘体，第二源电极和第二漏电极穿过层间绝缘
体接触第二半导体层。
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